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摘 要

本實驗透過磁控射頻濺鍍法濺鍍鈦酸鑭摻鍶薄膜在鈦酸鍶(100)基板上，透過低溫電阻量測系統(RT system)量測鈦酸鍶摻鑭

薄膜(Sr0.16La0.84TiO3+δ)在於不同的氧分壓對於薄膜的電阻和溫度變化，將樣品設定在氧分壓(10*10^-5、6*10^-5

、4*10^-5 、< 2*10^-5 torr)觀察其薄膜的電阻率及電阻變化，並且利用相關系統，加裝照光設備，量測樣品的熱激發電導

率變化，研究相關樣品再升溫時，載子躍遷及捕獲對於樣品導電性的影響。 本實驗透過低溫電阻量測系統量測薄膜的電阻

從300 K至78 K的變化，並藉由四點探針量測(van der Pauw)量測決定其電阻率，發現薄膜呈半導體或導體性質變化與樣品

含氧量有關。所得到電傳輸特性，我們將以氧空缺造成之載子變化進行討論。
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